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그림 워킹 코일 및 인버터가 로 매칭된 일체형 방식 1 1:1

Fig. 1 Configuration of integrated working coil and inverter. 

표    설계 파라미터 1  

Table 1  System parameters
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표    전력 반도체 소자에 따른 특성 2  

Table 2  Characteristics of Power Semiconductor devices

 




(a) Pin b) Pmax/coil 

그림 공진 네트워크 설계를 위한 워킹 코일에 투영된 용기 2 

Fig. 2 Vessel with working coil for resonant network design.
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               Vpole @ 200 [kHz], Is * 10 @ 200 [kHz] 
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               Vpole @ 500 [kHz], Is * 10 @ 500 [kHz] 
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그림 주파수에 따른 시뮬레이션 파형 3 (@ 3.2kW)

Fig. 3 Simulation waveform according to frequency ranges.
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표    분석을 위해 선정한 전력 반도체 소자 3  Trade-off 

Table 3  Power semiconductor devices for trade-off analysis
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그림 주파수에 따른 전체 시스템 효율4 

Fig. 4 Total System efficiency according to output power.
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그림 주파수에 따른 시스템 손실5 

Fig. 5 Power dissipations according to frequency ranges.
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